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前  言
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蓝宝石单晶位错密度测量方法

1 范围

本标准规定了蓝宝石单晶位错密度的测量方法。
本标准适用于抛光加工后位错密度为0个/cm2~100000个/cm2 的蓝宝石单晶位错密度的测量,

检测面为{0001}、{1120}、{1012}、{1010}面。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14264 半导体材料术语

3 术语和定义

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法提要

本方法采用择优化学腐蚀技术显示位错。当用某些化学腐蚀剂腐蚀晶体表面时,在晶体表面上的

位错线露头处,腐蚀速度较快,因而容易形成由某些低指数面组成带棱角的具有特定形状的腐蚀坑。可

用单位面积上的腐蚀坑数目标识位错密度Nd,按式(1)计算:

Nd=
n
S

…………………………(1)

  式中:

Nd———位错密度,单位为个每平方厘米(个/cm2);

n ———穿过视场面积S 的位错线数目,单位为个;

S ———视场面积,单位为平方厘米(cm2)。

5 化学试剂

5.1 氢氧化钾(ρ≈2.04g/cm3),分析纯。

5.2 氢氧化钠(ρ≈2.13g/cm3),分析纯。

5.3 二氧化硅(ρ≈2.2g/cm3),分析纯。

5.4 稀盐酸,ρ≈1.047g/mL。

6 设备

6.1 金相显微镜:放大倍数50倍~500倍。
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